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Contexte et positionnement Approche Expérimentale

- Oxydation humide sélective de semiconducteurs llI-V a forte teneur en Al

- Etape technologique clef pour un confinement optique et électrique dans les Process « standard » Visualisation in-situ
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 Lampe spectralement filtrée (AA~5nm)
Résolution spatiale ~1um

(25), 1616 (2012) S. Calvez et al, Photon. Technol. Lett., * Observation en « temps reel »
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Inconvénients/verrous majeurs: | Oxydation latérale humide
* Oxydation de couches enterrées >> Gravure de mésas >> Perte de planéité e Oxvdation
 Reéaction anisotrope >> Probleme de maitrise des geéométries de confinement Y ‘
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Compréhension / Modélisation / Maitrise du procédé AlOx
Observations expérimentales Modélisation Probléme inverse: pré-compensation

Objectif: Définir la géométrie de mésa a graver
pour obtenir une ouverture cible apres oxydation

Méthode Résultats

a=0.00 a=0.20 a=0.40

Objectif: Reproduire I'oxydation
anisotrope depuis un mésa
circulaire

Méthode:

 Modele analytico-numérique

* Extension d’'un modele isotrope

 Méthode itérative

* Oxydation =combinaison d’oxydations ponctuelles

Cas isotrope

t= 0 min t=5 min t=46 min

Oxydations
pontuelles

Mesa a graver

'anisotropie induit une déformation du front d’oxydation.
Pour un mésa circulaire,

Contour de l'oxyde = combinaison linéaire cercle / carré
L'oxydation est anisotrope avec
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Transfert industriel

Composants innovants a confinement AlOx

VCSEL pour Guide d’onde IlI-V Résonateurs non-linéaires AET Q) ~omee V2028
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Conclusions
* Compréhension du comportement anisotrope de I'oxydation humide des semiconducteurs IlI-V riche en Al * Exploitation de 'oxydation sélective (AlOx) pour l'ingénierie des confinements électrique et optique
 Modélisation numérique tenant compte de cette anisotropie >> modele prédictif  Démonstrations originales sur des composants photoniques a géométries innovantes
* Etude de l'influence des conditions d’oxydation sur I'anisotropie * Exploitation aux nouveaux domaines de la photonique : sources moyen-infrarouge, optique nonlinéaire intégrée
* Modélisation du probleme inverse par la définition de la forme du mésa * Transfert industriel d’un four instrumenté vers |la PME frangaise ALOXTEC pour la production de VCSELs
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